Задания к лабораторной работе по интерполяции и аппроксимации данных

1. Зависимость падения напряжения на открытом ключе U0 от суммы токов базы Iб для двухэмиттерного транзистора КТ118.

	U0,

мкВ
	175
	88
	60
	62
	70
	77
	86
	107
	120
	
	

	Iб,

мА
	0,36
	0,5
	0,75
	1,0
	1,25
	1,5
	1,75
	2,0
	2,25
	
	


2. Зависимость тока коллектора Iк от напряжения коллектор-эмиттер Uкэ для транзистора ГТ330.

	Iк,

мА
	0
	3
	3,7
	3,8
	3,9
	3,95
	4
	4,1
	5
	8,2
	20

	Uкэ,

В
	0
	0,2
	0,5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


3. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер Uкэ от тока базы Iб для транзистора КТ603.

	Uкэ,

В
	0,72
	0,55
	0,4
	0,28
	0,23
	0,18
	0,16
	0,15
	0,15
	0,16
	0,19

	Iб,

мА
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	260


4. Зависимость статического коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ h21Э от тока эмиттера IЭ для транзисторной сборки КТС613Г

	h21Э

	80
	122
	146
	120
	91
	78
	64
	61
	58
	56
	

	IЭ,

мА
	25
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	


5. Зависимость граничной частоты fгр от тока эмиттера IЭ для транзистора ГТ612А

	fгр,

МГц
	120
	450
	1900
	1950
	1920
	1800
	1720
	1650
	1580
	1500
	

	IЭ,

мА
	5
	10
	30
	50
	70
	90
	110
	130
	150
	170
	


6. Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер Uбэ от тока коллектора Iк для транзистора КТ823

	Uбэ,

В
	0,57
	0,6
	0,65
	0,68
	0,75
	0,8
	0,83
	0,88
	0,91
	1,13
	1,28

	IК,

мА
	10
	20
	50
	100
	200
	500
	700
	800
	1000
	2000
	3000


7. Зависимость тока базы IБ от напряжения база-эмиттер Uбэ для транзистора КТ920А

	IБ,

А
	0
	1,0
	3,1
	8
	10,2
	23
	35,5
	40
	48
	
	

	Uбэ,

В
	0,5
	0,75
	0,9
	1,0
	1,1
	1,25
	1,4
	1,5
	1,6
	
	


8. Зависимость граничной частоты fгр от тока коллектора IК для транзистора КТ925В

	fгр,

МГц
	270
	500
	560
	620
	625
	620
	615
	590
	560
	500
	460

	Iк,

мА
	0,5
	1,0
	1,5
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	6,0
	7,0


9. Зависимость постоянной времени цепи обратной связи на высокой частоте (к от тока эмиттера Iэ для транзистора КТ929

	(к,

пс
	12
	10,5
	8,7
	8,5
	8,2
	8,1
	8,1
	8,2
	8,3
	8,7
	11

	Iэ,

мА
	10
	20
	30
	40
	60
	100
	160
	180
	190
	200
	210


10. Зависимость модуля коэффициента передачи тока на высокой частоте (h21Э( от тока коллектора Iк для транзистора КТ934

	(h21Э(
	5,5
	7
	7,7
	8
	7,9
	7,5
	6,5
	5
	3,2
	
	

	Iк,

А
	0,02
	0,05
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	
	


11. Зависимость тока стока Iс от напряжения сток-исток Uси для транзисторной сборки КПС202А 

	Iс,

мА
	0
	0,45
	0,5
	0,51
	0,52
	0,53
	0,55
	0,56
	0,57
	0,58
	0,59

	Uси,

В
	0
	1
	2
	3
	4
	8
	12
	14
	16
	18
	20


12. Зависимость коэффициента шума Кш  от напряжения затвор-исток Uзи для транзистора КП306

	Кш,

дБ
	11
	7,5
	5,1
	4,9
	4,8
	4,8
	4,9
	6,2
	10
	
	

	Uзи,

В
	0,1
	0,25
	5
	7,5
	10
	12,5
	15
	17,5
	20
	
	


13. Зависимость коэффициента усиления по мощности Кур от напряжения сток-исток Uси для транзистора КП902

	Кур,

ДБ
	4
	6
	8
	9,3
	10,2
	11
	11,2
	11,1
	11
	
	

	Uси,

В
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	
	


14. Зависимость емкости затвор-исток Сзи от напряжения на затворе Uз для транзистора КП903.

	Сзи,

пФ
	77
	30
	17
	15
	14
	13
	12,5
	12
	12
	
	

	Uз,

В
	1
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	
	


15. Зависимость тока стока Ic от напряжения затвор-исток Uзи для транзистора КП904.

	Ic,

А
	0
	1,4
	3
	4,5
	5,4
	6
	6,4
	6,5
	6,5
	
	

	Uзи,

В
	0
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	30
	
	


16. Зависимость тока стока Ic от напряжения сток-исток Uси для транзистора КП904.

	Ic,

А
	0
	4
	5,5
	6,8
	7,6
	8,2
	8,5
	8,8
	8,9
	8,9
	

	Uси,

В
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	


17. Зависимость крутизны характеристики S от тока стока Ic для транзистора КП904.

	S,

мА/В
	200
	390
	455
	475
	470
	450
	400
	300
	200
	100
	

	Ic,

А
	0,2
	0,75
	1,5
	2,25
	3,0
	3,75
	4,5
	5,25
	6,0
	6,75
	


18. Зависимость емкости затвор-исток Сзи от напряжения затвор-исток Uзи для транзистора КП904.

	Сзи,

пФ
	196
	194
	190
	166
	164
	170
	200
	212
	218
	220
	221

	Uзи,

В
	-5
	-4
	-3
	-2
	-1,5
	-1
	0
	1
	2
	3
	4


